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Résumeé :Cette communication concerne la conception, ladaton et la caractérisation de métamateriawahngies et meétallodielectriques susceptibles aetfonner sur 'ensemble du spectre électromagueétiq
Les propriétés associees au concept de réfrachigative et de rétropropagation pour le controlguidage et du rayonnement des ondes electromagastigt/ou optiques) sont étudiées par le biagrdelations
aussi bien a I'échelle de la structuration des matariaux qu’a I'échelle des dispositifs. Pourdendine de l'infrarouge impliguant une texturatioatallique a I'’échelle du nanometre, les verroubrefogigues ont
éte identifiés et des solutions proposees.

1. Théorie du magnétisme artificiel dans les cristax photonigues o ]
: Im(pen) '!‘II\ P | o peut-elle étre remplacée par:
Approche par renormalisation : g \ Zu ”
Etude de tiges diélectriques de permittivité imaote dans 'air (résonances de Mi)magnétisme artificiel T SN A P Résonnce
L'analyse limite permet de définir le milieu hetgeme par des parameties et équivalents. e ot S 0 N S [l Y S S -

L r s . Décalage d’un faisceau gaussien
Définition d’'un milieu gaucher :

- Des fibres métalligues dans une matrice a pernmeabhégative ne forment pas un milieu gaucher
(Pokrovski & al. PRL 2002, Felbacg & al. Opt. L&xi04)

Transmission

- Des reésonateurs placés dans un milieu de pertdéiti@égative permettent de créer un milieu gaucher
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La courbe fine est obtenue pour =1 et celle en gras pour e=-1 Il y a réfraction négative dans le milieu

2. Tests des concepts de réfraction negative en pamgation guidée et en espace libre

,* _ _ Lignes Terahertz en avance de phase : mise
Refraction négative dans un BIP métallique. en évidence de la retro-propagation par
' échantillonnage électro-optique

Géometrie de la Iigne Diagramme de diEpEFEin‘I d1unE IignE dE Simulatiﬂn dans IE dﬂmalne fréquentiel
transmission gauchere

Tri: 1115:11111 littm of copper rods , a= 3cm

Les simulations permettant d'oblenir les parametres Etl sont effectuees
500 , __ — . . avec HFSS (logiciel de simulation électromagnétique).
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3. Vers l'infrarouge et I'optique
Mesure au FTIR Simulations électromagnétiques
Chute de la transmission autour de 60 THz '
’ ’ y .- ’ s, (1] AnsoR Carporgtien 0342
- Revélateur d’une actiivte magnetique i — 16 Jum 205 anson Corparaion "
HF 33AsGsbow Ferm Bauclafermsés
0.00
' wuf "' e L i34 I |
11 ] "'-,[‘ 1} IPI '-,U/“'ﬂ r »/”.”r \\TTIJ: -_1“.,' -.III," |/ . 1| | ',-Lllﬁ
-?ﬁl:l-ﬂ._ = T , B 2500 }n-LFE' | | 11} . L
1.05 ~ Hﬂili l‘\kll| | I 1] .|I
_ soonl {1 ¥ ! ﬁ 50 00 5 T 1
x27000 . § 1 | ‘l | ; |
é 500- Cil B :|_- | 7500
g 0.95 - | | L] |
- : | i -100.00.] I .I-—r — |
100,00 | . i) ' = B .
Z| | 4- .
o I e LW ﬂ =355,
IZ 125,00 L]
125,00 D.OED0  5.0E01  1.0ECZ 15E02 20E02 25802
O.00EN  SO0EQT  10C0EDZ * 150E02  Z200ED:  ZSQECZ  3.00ED Freq [THz]
085 | | 1 1 FrEﬁI_-I-HIE
20 40 60 80 100 120 . T 5 - _ |
Frequency (THZ) # Simulations différentielles entre 2 structures comportant soit des boucles

fendues., soit des boucles fermeées

# Signature magnétique autour de 50 THz (L. = 280 nm)
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